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 ２次元フォトニック結晶スラブ線欠陥導

波路（PhC-WG）では、ブリルアンゾーンの
バンドエッジにおいて、光の群速度は極端に

遅くなるため、光と物質との相互作用が大き

くなり、PhC-WG中に共振器を用いなくとも
レーザ発振することができる 1。また

PhC-WG を利用することで非線形光学効果
を大きくする事が可能であるため、キャリア

を２光子吸収により励起することで、 高効
率なアップコンバージョン素子も期待でき

る。この場合発光波長が発光体の波長帯域と

PhC-WGの構造によって決められるので、 
倍高調波のような入射光の定数倍のみ波長

が変換される制約を受けない。我々はこれま

でに研究の第一段階として W1 型 GaAs 
PhC-WG に 1.55µm 帯の波長で光励起し、

PhC-WG 中に埋め込まれた InAs による
1.3µm帯の発光を確認し、パーセル効果によ
り発光が増強されたことを報告した 2。今回

は発光波長の格子定数や偏光、波長依存性に

ついて報告する。 
	
 試料は GaAs三角格子 2次元フォトニック
結晶に線欠陥を導入した試料長 500 µmのエ
アブリッジ型 W1 PhC-WG である(空孔径：
240 nm、コア厚：250 nm)。また、導波路全
域に InAs-QDを密度 3.2x1010cm-2で埋め込ん

である。励起光としてパルス幅 4.9 psのファイ
バーレーザを使用し、PhC-WGs 入射した。入
射端面から出射された発光のスペクトル観測

を行った。図 1に励起波長 1550 nmとし、格子

定数の異なる試料の発光スペクトルを示す。格

子定数 a=315 nm（青線）では 1279 nmに、a=321 
nm（赤線）では 1303 nmに鋭いスペクトルが
確認された。これらの波長はそれぞれのバンド

計算から求めたバンドエッジの波長位置とよ

く一致する結果を得られた。当日は偏光や波長

依存性についても報告する。 
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Fig. 1. Emission spectrum of InAs-QD 
embedded GaAs PhC-WGs. 
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